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On se propose la construction d'un générateur
d'impulsions dont les caractéristiques sont les suiv?ntes :

Durée de 1'impulsion : 50pSecondes (5.10-8 seconde.
Amplitude de l'impulsion : 200 Volts.

Tenps séparant 2 impulsions : 20 m seconde soit 50 périodes/
seconde.

I1 vient, & 1l'idée, & 1ere vue que la construction
de ce générateur ne pose pas de probléme et qu'un multivibra-
teur astable peut répondre aux questions du probléme. Pourtant
ceci n'est qu'une impression car quel est le multivibrateur
qui pourrait donner & la fois une amplitude de 200 Volts et
une durée d'impulsion égale 5§10-8 secondes.

Nous savons que l'emploi des tubes est limité en
fréquence et cela par le temps de transit des Electrons entre
¢lectrodes qui est de 1l'ordre du_@q1 u seconde.. En régime
impulsionnel le tube ne peut donner que des impulsions d.
durée supérieure(difficile & atteindre'd la 1 u seconde mais
par contre, il peut donner des impulsions dont lFamplitude
dépasse méme 200 Volts.

Au contraire le transistor, par le temps de transit
des €électrons entre jonclions qui est infiniment court peut
fonctionner &4 des fréquences treés élevées (superieures aux
zigocyclesk(109 Hertz). Mais il éxiste peu de transistors
pouvant délivrer des impulsions de 200 Volts . . d'amplitude
v . j'ai donc essayé de détourner la difficultés et préfére
passer par l'emploi des lignes & retard.

Le Principe

I1 suffit de pouvoir charger une ligne ouverte &
son extrémité par une tension continue E, puis de la déchar-
zer sur une impédance égale & son impédance caractéristique
Ze, on obtient aux bornes de Ze, comme nn ¥a le demontrer
plus loin une impulsion carrée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Amplitude B/2
Durée T= 2 L
v

avec L longueur de la ligne

Il

V = vitesse de l'onde sur la ligne.

Exemple:

Supposons que v est au plus égale V =240 S meEres/
seconde et T = 10-8 seconde, il faudra une longueur de céble
au plus égale a !

= 8l "
L = 1078 X 210° - 1,0 metre _
2 .../I..
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L'oscillateur blocking avec un Be bobinage sur 1le
primaire peut délivrer des impulsions d'amplitude
égale a 200 volts, mais vue ses multiples inconveé-
nients tel que l'utilisation d'un transformateur
avec ses capacités interspires qui pourraient entrer
en résonnance a2 devié mon choix.

Différentes parties du générateur

Le générateur d'impulsions congu se compose de trois
grandes parties:

- Une alimentation continue

- Un céble de charge

- Une commande automatique du relai.

a) L'alimentation en tension continue :

Cette alimentation & 2 réles : Elle doit servir
comme générateur de tension continue pour le charge du céible
coa®ial et doit servir pour alimenter le circuit de commande
en tension continue (z2limentation des #ransistors).

b) Chble de charge :

C'est 1'élément de base du montage, sa longueur,
et son impeédance caractéristique doivent 8tre mesurées avec
précision, car, de ces deux caracteristiques seulement que
dépendent les hypothises du probléme. We temps de montée
n'étant pas imposé, o* choisimun céAble de facon & 1'avoir
minimuwa. Y

shioka



c) La commande autowstique du relaiy :

On impose une seule donnée & cette commande qui
est 1la fréquence (50 périodes & la seconde) mais vue 1'emploi
d'un relaif on lui impose aussi une durée de 1'impulsion de

_ fagon & permettre & l'intérrupteur de pouvoir s'ouvrir et se

fermer d'une fagon franche.

- Remarque treés importante

La durce de 1l'impulsion est indépendante du temps
que met 1l'intérrupteur pour s'ouvrir ou se feruer, elle ne
depend que de la longueur du cédble et de la vitesse de 1'onde
sur le céble.




PR OJET

CIRCUIT DE COMMANDE DU REIAI

Probleme : Un relai clare HG1002 doit fonctionner
sous une impulsion d'amplitude 40 volts de fréquence 50 pério-
des par seconde soit une période de 20 ms et une durée d'im-

pulsion de 6'ms. Car smw pendant 6 : millisecondegl'intérrupteur
doit rester fermer. -

Solution. La solution consiste donc a4 construire un
générateur d'impulsion aussi stable que possible dont les
caractéristiques sont celles indiquées plus haut.
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a) Oscillateur & relaxation 3 unijonction

et st

 Rappel théorique sur le transistor unijonction

On l'appelait mitialement diode & 2 bases car il
ressemble & une diode ordinaire avec 2 bases au lieu d'une
seule, actuellemwent on lui préfére le nom de transistor uni-

Jjonction pour montrer qu'il n'y a qu'une seule jonction.

Description : Il comporte un bAtonnet au silicium
du type n, de faible section avec deux contact.s aux emtrimi-
tés B1 et B2 qui constituent les deux bases et avec une jonc-
tion centrale qui est 1l'émetteur. Il est dopé de fagon
uniforre avec une faible densite d'impuretéa, cecl correspond

donc & une résistance interbase élevée de l'ordre de 10 AL

Si les deux bases sont reliées entre elles, 1'ensemkke
se comporte comue une diode ordinaire avec l'une des bornes

constituée par l'émetteur, l'autre borne étant formée par

sisin) aleis
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1'ensenble des deux tases. Cependant 1'intéret consiste
précisement & séparer les 2 bases en appliquant entre elles
une tension. Cette différence de potentiel produit une chute
de tension uniforme & 1l'intérieur du barreau.

Exenple : Si par exemple la prise de 1l'émetteur E
se trouve juste au milieu entre les 2 bases la tension

Vg = Vg = B$32/2

Supposons qu'on appligue entre les 2 bases une ten-

sion VB132 10 volts, la différence de potentiel

Vg = VB, = 10 = 5 volts.

2

Si l'on applique entre 1l'émetteur et la base B, une
différence de potentiel inférieured 5 volts, la jonction PN
est polarisée dans le sens bloquant, ceci correspond & 1
courant faible & travers 1l'émetteur (courant inverse) d&s que
la d.d.p dépasse 5 volts, la jonction est alors polarisée
dans le sens passant et des trous sont injectés par 1'énet-
teur dans le barreau de silicium. Ces trous se dirigent vers
B1 ce qui correspond & un courant relativement important. Ils
sont alors immédiatement compensés par un courant d'électrons
en nombre identique (€lectrons provenant des circuits exté-
rieurs pour conserver la neutralité du barreau ) ainsi la
résistance du barreau entre les 2 bases diminue - t-elle dans
des proportions importantes.

A "‘5/5,,

V;)r//
Bg L AR =L
N.B:. ————- Caractéristique de l'uni-
jonction
————— caractéristique de la diode
normale.

o aiafisiaca
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Caractéristique :

La caractéristique présente beaucoup d'analogie
avec celle d'un thyratron. En effet, tant que la tension n'a
pas atteint vp (Vp dépend de la d.d.p appliquée entre les 2
bases et de la température du barreau de silicium), la diode
B Bi est blogquée et ne laisse passer qu'un courant trés fai-
ble. Pour la tension de pic, la jonction devient passante, la
résistance Vg B, devient tres faible et malgré 1'accroisse-

ment de l'intensité le produit UEB1 X iE diminue ce qui cor-

respond & une diminution de la tension VEB1 la d.d.p passe
alors par une valeur minimale que 1l'on appelle V vallee, puis
elle croit ensuite comme pour une diode normale.

Vp = bVB1B2 + Vb

La constante n dépend extrémement psu de la tempé-

rature dn 10-4
dt

VD = tension de seuil de la jonction. D diminue lorsque la
température s'éléve et la résistance entre bases augmente.

Vy = 200/q5 g1on
i 2005 Tj = température en dégré
Vp = n BB, + 47 kelvin .

I1 est possible de stabiliser le point d'amorgage
on plagant une resistance dans la base B2, tous les par2métres
ont une grande stabilité dans un large intervalle de tempéra-
ture (=652 & 1402 ) '

- w

Fonctionnenment d'un Oscillateur & relaxation & Unijonction
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Au temps t £ o, le condensateur cwmm n'est pas
chargé et le potentiel de 1'émetteur est nul. Lorsqu'on
appliqué la tension V, la capacite se charge & travers 1la
résistance R jusqu'a ce que la tension aux bornes de la capa=-
cité atteigne la valeur de pic. (Cette charge se fait lente-
ment, suivant que la valeur de la résistance est grande) .

A cet instant, la capacité se décharge & travers les
résistances RB
R

1 et R?'

Bj+R1 étant faible de décharge se fait tres rapidement. En
effet, pendant tout le temps ol la tension émetteur n'aura

pas atteint la tension de pic la diode EB reste bloquée,
lorsque la tension de pic est atteinte, eile devient conduc-
trice pour se rebloquer lorsque la tension, & la décharge de
la capacite, atfeint celle de vallée. Comme le montre la courbe,
entre Vp et Vv, 1la caracteristique présente une résistance
négative raison pour laquelle la décharge de la capacité se
fait encore plus rapidement.

Iension de charge

U A V(1-exp"t/RC) au temps t, la tension
V= Vp =n v + 200 on aura :

TJ
Tenps de dharge
n v +200 _ 7 (doexp ﬁ/RC)
23

En {5%€ approximation négligeons 1l'effet dii & la température

nv = V(1-exp~ t/RC)

n-1 = - exp —ﬁ/RC
Loz(1-n) - _t4
RC
Log _1 =ty
1-n RC

e Ty A
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n = €tant le rapport intrinseque entre la tension de pic

et la tension interbase si on suppose que le tenps de décharge
est infiniment petit on peut supposer que t1 = T = période de
l'oscillateur,

Polarisé tel que la montre la figure 1'unijonction donne théo-
riquement les impulsions ayant la forme indiquée ci-dessous.

Vi A Ve
L{t)ﬁ_,, T L = —— = — e e —
Vo |l S Mot . o,
r 7 ' Kﬁ
v J' N/ | }
UV 5-_»1{- -——--f- :]Il/ ! L—
! S \t
™ T 7 =
Hi | £
v 5 B
P\z* i; ] :
s Ay
-V e i o =

Temps de décharge

A partir de ty le condensateur va se décharger 3
travers l'ensemble des résistances REB1 et R1, cette decharge
Jusqu'a ce que la temmion aux bornes de E et B1 atteigne 1la
tension de vallée, le tramesistor & cet instant se rebloquera
et le cycle recommence.

Vallée + %1 iev = Vpe“-fz/ﬂc" _
Bi cn ler approgimation on neglige V vallée on aura :

Ri iew = Vpe t2/RC

Log Ra i = -2
vp

Q

t2 = RC Log _Vp
R,j lev

sieiefidlae
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Cette valeur est généralement trés faible d'olr la période
T de 1l'ozcillateur.

T = ¢

T = RC [LOC; ; tog . Vo .-
l-n

On sait encore que la capacité se charge jusqu'a
atteindre V pic, & cette valeur la tension ne pouvant plus
augmenter doit redescendre d'ou l'on doit avoir un courant
d'émetteur :

1 p< E-Vp
R
De m€me arrivé i Vvallee, on doit retourner & 1'dtat initial

1 V>E-—vv d'ofi

R
BE=Vv < R < E-Vp
dhis lp

Lorsque VE atteint la tension de pic le courant

|
ik SRRSO
l B1 E 32

Et les tensions aux bornes de R1 et R2 sont respectivement
~ Vpic et.Vpic lorsque R1 = R2

Utilisation de 1'unijonction

On l'utilise comme générateur d'impulsions pour
différentes commandes : Thyratrons, circuits de commutation,
déclenchement d'un monostable .. votbC. .

oipef wals



CALCUL du GENLRATEUR d4'IMPLUSIONS.

/2v

34,

-

Des mesures sur l'unijonction ont donneés,pour une

tension interbases de 12v les résultats suivantss

Tension de pic : Vp= 5;7Tv.
Tension de vallée: Vy= 2,7v,

On a vu que 1l'équation régissant l'unijonction est:
q q J

Vp =¢2Vbb + 200/7;

Si on néglige l'effet de la température,on a:

Vp = ’}Z’Vbb

avec%lz 5,7/12 = 0,475

Péricde de 1l'inplusion

T= RC Log 1/1-7

_ RCLog 1/1-0,475
= RCLog 1/0,525

= 0,28x2,3 RC

= 0,645 RC

O SRR S e
|

On se fixe C. On prendra C=2HF ( valeur courante).
T = 1/50 = 20mS ( valeur imposée)
Ce qui donne la valeur de Rs

R= 20.1075/2.,10° 0,645

R = 10°/6,45

S mam — ———— —— T — T — . S
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JUSTIFICATION DU CHOIX DE Rb1 et RD

T — o — S S S S S T —— S ——

La décharge de la capacité C & travers la résistance R'b1
et RBby doit aveir une durée minimn:i
C = B'CLog Vp/Vv
< = R'CLog 5,7/2,1
Z =R'Cx2,3x0,325
<= 0,75R!C
RED étant négligeable, on aura

a2 0,75RD,C

Prenons Z_= 10-4seconde on aura @

-4 '
10~ > 0’?5 Rb1 C

d'ou

6

Rb, < 107% /2107%x0,75

1
2
Rb, < 10 /1.5

Rb, £6752

On prendra:

Rb, = 27( valeur courante) $2

Pour Rb2 » €lle sert seulement & réduire l'influence de la

tenpérature sur la fréquence lorsqu'on la choisit de telle

fagon gqu'elle verifie la relation:

Rb, = Rbb x 0,4 /?E

(Voir " le transistor en implusion de J.P,GEHMICHEN)

Pour ce qui de mon moptage,j'ai choisi 100 2 (valeur courante);
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L) Sulviwidrateur monos table (u.nivibrateur)_

Rappel théorique : soit le montage ci-dessous.

Il
&l [
R
R R % : arlément Télécommunications

Au début, 'I'1 débite (saturé) et T2 est bloqué d'ol
01 €st voisin du potentiel zéro on a alors le schéma équiva~

lent suivant

]
ITi

I =
? l E’? f“t’/{am/" |£ S _]
< £ /i Le, feos
5 Rc’ ,’c'\) o
ﬂ[;_[ 2 4‘(‘ ‘é <2 /77;(233"';4}0)1 R | g Rc!
gR‘S _L_ C’u_gf‘a_ I ’
| y é C'—[_l & /C’C/It')?:!a_ ‘ ‘_J“—-_
= Ij"‘ Vav/f’w/‘c:.. Covt/“’ [ l ,.L é
=/ et ,n?é
'l SQbi I < V4
'E‘ I '_.
5, Rb ~-Ey 4,
Schéma de la partie droite a =
~ iz
by
TS AV Ry

— 2

~
\l:,Z_

I

é:CCP’L =t
..-/.-'
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Dang cet état calculons :

R+ "D

La condition de saturation pour le transistor T1 est

feit s
o <

Le courant IC1 d'apres le schéma 2 sera

I '= RC

C - E et d'apres le schéma
1 b2
RC1 ——— 1
R + Rb,
2
Ib1 = Bhy el qui donne la condition de saturation
R bT
Ie, _ B = Byp
= Re R
To, I <A
b, /Rb1
Re R =
1 R + b2
Ry

b) Etat transitoire

Juste aprés le déclenchement, on suppose que le

transistox et LBl T2 est sature on aura alors le

schéma équivalent suivant :
Vo £

Sl 2 K,
Cziﬁcl f’,;r %RTVC. il



V. (6) == ¥
b, )

V. (t) = B (EC i Ebi)e

T2 = Rb1 02 ou encore

- t/T

) = Eb, + (EC + Eb1) e

1 2

Par ailleurs Vi, (t) = Vs (t) = o

Il est encore nécessaire de trouver Vieq (t). BEn
séparant le schéma équivalent ci-dessus en deux parties conue
il a été fait précedement on trouve

c R F 3
MA__ K || =2 K —Mho
| A ' e ’_JB"W‘é)
= LYy % gz?‘—l <, |+

ti ﬁilé 17 I8 w / < < NS &,
2 - (i)é;‘éﬁ - %2

+4, Tty

T ;7;1

Rc2

1 1 (t) - VCZ (t) + Bb1
Rb1

Ve, (t) = - Be © -t/T,

1, (t) = Eb, + Bc e “t/Tz
Rb1

¢ c, Gl = l1 GE) & 12

de méne l3 = Eb2

Rb2

A fin de trouver 1 / transformons le circuit de gauche de la
“+
fig (b)

S eee



on a vu que pour t = o

VC1 (0) = - R
R+Rb2

et d'aprés la figure C, sa valeur finale en t = o

est

Eb2

ve, (0) = - R LC
R+Rc1
Entre ces 2 valeurs extrémes Vb1 = Vk, varie selon 1la fonction
exponentielle. :
, e —t/T1
Vc1(t)= - R Be +| R Ec - R Eb, | e
R+Re R+Rc1 R+Rb2
Awec T..I = 01 Rc1 R = Rtoq
]E?:+Rc4E
d'eit 1 4 (t) = Ec+V‘c1 (t) i
-t/T
i) Eec + R Ee _ R Eb2 s 1
R+Re R4+Re Re
1 1 1 R+Rb2 Re

Le courant de base de T2 est 1 b2 =1 4=1 3 d'ou

(.-"
Y Gel=ome . = +‘ R E -t/
- R+Re =R -Eole
iy Rb R+Re Re b2
2 1 t ReRy
2 £94
/




A quel nmoment, 1'état non stable va se terminer
bour que le multivibrateur Bevienne & son €tat stable. On
peut le definir par plusieurs conditions.

19) Ie transistor T2 conducteur reste dans la région
de saturation pendant toute la période non stable, 1'influence
du transistor I, (blogué) qui atteint une tension de base nulle
met fin & 1'état non stable et a 1l'impulsion de courant de
traverser le transistor T2. Si cela se produit 3 l'instant
t = ts, la durée ts de 1'impulsion est définie rar 1l'expres-

sion. = — ts/T2
Vb1 (t) = - Bb, + {Fc + Eb1 e = 0
-
Ee +Eb1
et Tos BEe + Eb1
T2 Eb1

ts = T2 Log (14Bc_ )

Eb?

On supposé e n o <t <t; le transistor T2 est & 1lg
saturation de courant.

T2 est saturé en t. = o si

£ (o) <(‘P d'ou e n y remplagant par leur valeur on aura :
1 b2 (o)
Ec/ 1 ] ) + Eb1
| e B RD
1 < £
Be - wn (Lo F R
ch 2 sz R+Rb2 RCL}

wisof ot
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9i 1 b décroit plus vite que 1 Coy il y a une plus
grande probabili%é pour qge le transistor T, quitte 1l'état de
saturation, si Tox>Ty & fin que 1'c, (o) Ag 1 b, (ts)ad bz(mg)

. La condition de saturation la plus exXigeante sera

1 c, (o) = /5 _

1 b2 (=)
o st a1 + Eb,
Re o
2 Rb
1 Rb
1 <: /5.
ko T
R+Re, Rb,,

A 1l'instant ts les tensions sur les condensateurs sont :

Ve, = - .V}'b.l (th) = o
£ -
’ - =t/
Ve,= Vk, (ts) = - R Ec +|EBe. R - R Eb, 2
HHho) R+Re,  R+Rb,||BcrED,
= ts/T1 - T, log 1+ Ee
e = e ‘I‘1 Eb1
d'ol
s s = T2. log 1 + Ee
1) T Eb
1 1 1
1 0,0
ts =Lma1+ e 2/
o mb,
Ces tensions sur les condensateurs s'approchent des
valeurs finales Vc, (e0) = =Ec
VC1 (e0) = - R . Eb2
hb2+ R
La tension Vc2 varie selon une exponentielle de
constante de tenps T4 = 02 RC2

Sy
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4. _ Vs (5)
Vbe =-F I-e SNENe

T=1%~ts et de la méne fagon

-t/T
VC1 (6= Ve, (s0) + (Ub1 (ts) = Vb1 (mO))e 3=-Vb2 (T)
e T3 =3 i R.Rb2
R+Rb2

t>ts Wk (1) = o
Vb1 (t) = o

R+/2c

T e

sanilinain
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Recapitulation
Pour simplifier le probléme faisons - Eb, = =Ee

1
on destingue donc 2 états

1°) état stable : D T Rb, ’PRC1

T2 bloqué

20) état quasi—stable(T1 bloque

T, saturé Ea.. - P ;
Lz T T
1 2
i

Temps pendant lequel T1 reste bloqué

= Ec

ts = Rby, . C, Log (1+Ec ) comme Eb,

Eb1

ts = Rb, C, log 2

Rb, C

ts = 0,7 T

En tenant compte des constantes de temps, on peut
déterminer toutes les valeurs des éléments du monostable.
CES constantes de teups ont été indiquées sur les schémas
théoriques ci-dessus.



CALCUL DU MONOSTABLE
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A 1'aide de ce nonostable, je dois commander un relais
dont le tenps de fermeture est supérieur a énS,et dont 1l'an-
plitnde de la tension nécessaire pour son déclenchenent est

b

supérieure & 30v.Dans 1a presente étude et pour pouvoir cal-

culer tous les éléments nous nous fixons un temnps de récupé-

ration et un temps de nonide.

Les transistoms choisis sont des BFY10 dont les caracté-
riotiques données par le constructeur sont les suivantes:

(Celles nesurées d'ailleurs sont,conne par hasard peu

differentes).

Clest un transistor MPN (au silicium) avec:

-

Courant collecteur Max : ICN = 50 nA.
Gain statique de courans ﬁ = 55
Tension collecteur nax VCM 45
Puissance Max dissipée PMnx =300nW
Tenpérature admissible (LS =506
Fréquence Max F _= 15MHg
I1 peut etre remplacé par 1: H36n
Schéna du nonostable:
| + 4ov
% s,é chlci >
Bl
L =
] - \ BEYT
BEYy o i | 5
Rﬂ
e “5{)2-




Polarigsation choisie

e e e e S . o

Ec = 40volts (puisque on veub obtenir sur le cola

lecteur une tension Ve > 30v pour déclencher le relais),

Re, = Bo/Ic = 40/50.10-3 _ go0 52

Pour saturer le transistor T1 il faut que Rb1 z '6 Rc‘;

Rb, < 35 x 820 = 28,7

La dirée de 1l'inplusion »Je la prends égale & 8mS:

-3 o
8.10 = 0,7 Ry, C,
¢, = 8.1063/0,7x22.10+3= 80/22x7 .106
(, = 0,52,10°°
| Tl On prendra C

2

- o ——— —

Inposons nowf un temps de récupération minimunm (par exenple

0,4n8) clestd dire 1/20 iéme de la durde de 1'inplusion
Zh-< 4Rc2.02 « Ceci premet & 1l'inplusion d'at-
teindre 989/0° 3¢ ga valeur maxinun

0,410~ < 4.r,,.0,6,15°

-4 -6
Ry, D> 4.107%{ 4x0,6.10

fe2 > 4000/24



On choisit Ebg = =9 Volts

La condition de saturation de T, donne:

e > 40 / 35,0,82

) .82 R
298 b 127 g ﬂ \
R e R L P it .
be 3_‘_-8 ] ‘\‘ G, ;r'

Si on prend R=xI,2 KaOn qura

SerEo Vo Lo
Rb,™"N2877° "¢
&
b:> 0,645 K&y
| R= I,2 K0 ot on prend Rb, egale a
- [Bbo s LRl i)

R2duisons la constant® de temps T;= CIR'R01/ R*Rcl

en la prena’ t °gals au I/20 4~ la dur®e d= 1'impulsion,on

aura: -
04,7072 g L2 . 982,10

I(_L,:J -+ O’BL_.) ,IO

4 ""_;' ) : 5
":‘.IO e C-l:,, O,-£88,IO

C == O 8 BT)
1

Y A e = L s
On prendra I éenle a




MISH il FORML Do LtLPULSION D 'alladu DU HEOBALS

A 1o sortie du monostable,on a une impulsion d'amplitude
Y insuffismte pour le déclenchement du relels.vetle lmpul-

sion d'ailleurs a wie caplitule né gative.Un réalise pour cela
une inversion dc phase et une corvection dfamplitude a l'eide
d'un transistor travaillant en régime suréxcité(pour . ,qu'il

ntintroduise pas,dans l'impulsion son Gemps de montée prmre)

wve principe de cet étuge est le sulvants Un envoie sur la -
pase du tromsistor un couraont bLeaucouwp plus grand que celul Ne-
cessaire pour sa saturation:

[ f avee A sz G ilecteur
1vs >V des //5 avec L couremt collecte

L(_,/ N de S’Stlrwlon'
-
B e S P e SN £y —u:—'—b!/(‘s
= === : ’
7= v = ~._  Reg e Str€xXrl Fe
aq _/' i e~ =5 5 /& 4
4. e SRt
/ T
i / ~  _ Recime Nermel

ol - > £ é-/

Definition du temps demontée d'une impulsion

"L} ~
=y
2
bl
)
=
(&)
s
B
B
(]
jo])
[
=
o
y=
4]
H
(@]
o
@
ct
=
@

_ Clest le temps qui ¢
9/.£Oo A A?

,?-————i(~ 7i s ;
C Calcul de 1a réduction du temps de montée

—— i S . e, S e -_— e

Ltimpulsion sera déformmée par le transistor
(surtout dans sa partie H¥f(emploi des tronsistorsHE est & con-
seiller).

a) In régime nommal

e -y -t
-LC — .[b. ’5( - B Wd )



= -oc/o-e
w2t

;t,'ao,ﬁcs:)elb G

3ty 0,9Tcs = BIb (12s"2% )
th = %

5=t A b, dfon
1 e Oq‘“ZICS 2 e—w2'll;2
BIb

tu= _1_ Log ( L e’

1-0.9

““""‘-——-—-F"”“

b) En régine surerowtd

Appellant k le parPBuetre de surexcitation

Ibs

Ics

t'm = t', = 1 Log Py

t'm = 1 Log f’

. oLl o
W L 1-0, 9/kJ
En comparant (1) et (2) on trouve

tn = _1_x Loz __1 nr 2,3
LD 0,1 — L

t'm peut théoriquement s'annuler pour k = o0

On prend généralement k A 5

SR




SHHEMA PROPOSE

f[ Nee
i
‘_lJNﬂAA Fi;;
Vi
A ,
Lorsque le transistor est saturé on s
V(L:— Rc_ té.
Ib, = Ics

i

Lorsqu'i} est bloqué

Vb = Rb XIb.[

et la capacité doit pouvoir se charger complétement pendant
la durée de 1l'impulsion. Cette charge doit &tre égale au
moins & 98°/° de l'amplitude de 1'impulsion soit pour

4RC KT T étant la dur¢e de 1'impulsion.



CALCUL DU CIRCUIT DE MISE EN FORME,

La résistance Rc du collecteur du dernier étage étant
la résistance de la bobine du relais HG1002(relais & ner
cure).

Cette résistance a été nesurée égale & 4 Ka ,et connme
on veut obtenir une inplusion supérieure 3 30 volts, on
introduit sur le collecteur une tension VCC = = 40V
Le transistér choisi est le ASY77 (PNP),dont NS los cara=

ctéristiques sont les suivantos.

Ve = =60V
pointe

v = =~60V
noyen =
oMoy = SOOI.L‘jL

Gain en courant = 30 & 600nmA de courant collecteur

Pour R =4 KN on aura une saturation pour T égale 2
es = 40/4.1000
II = 100mA
Gg

Prenons K =5 on aura:

——— —

Ib, = 100x5/30
i B ma28ss g Boa

b1

3
L'inplusion & la sortie du monostable
ayant unc anplitude. de 35v clest & dire Vb1 = 35V

On aura : Vb1 =055 =R'b1 . Ib1

S = -3
] —
d'ou R . = 35/1§,5.10

T — i —— i —

T g S S S S A ——

Bt 4R..06 = 8102

C = 8.1077 / 4x2,2.10°



CALCUL THEORIQUE D'UNE_ALIMENTATION

A) Redresseur double alternance : Montase de GRAETZ

a) Fonctionnement
[ = | { T, !
W e s A N 7
- Pk, < ?\ ‘-
N e 5 ﬁ ! e
1, + N WRe LA B ee T
P R g = Nt = i
e | N = =/ ) )'-% Tl s7e
i | i i, — o TR P /
5 o S il S | 5w,
| e ez PLIS | 47 RSB 7
| L 7 L ! i
Ly et e — =
IS S |

(B)

Pendant 1l'alternance positive les diodes 1 et 3
sont polariséez dans le bon sens, elles sont passantes et aux
bornes de la charge on a les polarités indiquées par la fig A.

Pendant 1'alternance nc¢gative, ce sont les diodes
2 et 4 qui sont polarisces dans le sens rassant et aux bornes
de la charge on aura les ménes polarités gue dans le cas pré-—
cedent donc & la sortie c3d aux bornes de la charge on retrouwe
une tension pulsée ayant la forme ci-dessous.

NV ¢
!
. {/-\\u‘,\‘ ; S L il/"‘\[‘\g o >\— _ .L;,Ln‘ Al cf 3
0 A ) ) | |
| C-(' J {-'\n‘!"l'f;& I LL C‘.-nr\'\_ﬁe_

l)-—— \/ o S (G0 t L‘F—: \'" AT O Lﬂy'\l'\“\ Y t “
= L Wy

b) Calcul de la valeur novenne et de la tension
d'ondulation

e

Développons V = Viax }sin v t| en serie de fourier

Pour siuplifier le développement de la fonction

sin w t en série de fourier, décomposant le signal en deux
fonction f, = sin w1t et £, = sin (y t+0)
1 2 W
i
= S v Sallr
A) £y Vo + Vﬁ - wt +}?051 wt

_ T /2 e 1/2 r ~I/2
- Vo = %J 2 £ () at v = H sin yb 4t =t |- COS_‘f_,jf
5 E Q T‘i.. w --"0




San/iien

' T/2
- Vn = .....__% -) sin w1t cos wt dt
1172
Vin = _2 51_11”_(1”!"1-1 ) wt - E;.“'.*‘!(.Tl-_ﬁ ). x. bt at 1
2T A . ) % : L
0 ; Vg
Vin = - 1 cos(n+1) wt (n 1) J.n-t 1
m (=
n - T J
= n+1

1) Pour n jupair

Vn = o

2) Pour n pair

- Vn = o0 la fonction . . est une fonction impaire de méme
iour Ty = Voot Von sin n(wmt+y) + V'on cod n (, t+1) on
rouve“:

-
= N, = 1
20 3
Lo vfzn — . 1 ] 2
M n2—1
. vl2n = O

d'ou f= f,+¥, = 2Vo + (V'on+V'n) ®3a 3t avee n pair

f= 2 + iy & cora2w t L 4 COsg; 4 Y t + sscscs

rl 31 n.15

gl f = v = VEVI sin wt on aura
Ve 2V - _2Um ((2__cos2,t + Cobdy t +eueeas
il 0 3
= Vmoy + V ondulce

—_—

Vawpy = 2 T
0

Vond = - _2 V

____2____ COg- ‘ZW ﬁ +2.__._..UOS"&'W1:+ v 00 u)
i 2 5

O.I/l‘d



nc-:/ne,-

Facteur de Forme : Lc¢ facteur de forme est par définition

F =_.Ei O lec \A{ - vrq \/_‘T——T ﬁm\'.notmz.;”_“.: \vjr:‘.
W, = Yo Voot

1

F- "r'm. N = 4, 44,
V2 -ZW/;M

Télécommunicatwns

Dépariement

Le taux d'ondulation

(" = _Iond |, or d'apres la loi de‘Tokk\z

Inoy
12 = Iémoy + IEOhd de méue V2eff = Vzmov +V2ond
d'ou
Voeff = 1+4V°ond =1 + © = F°
V2moy Vzuoy
—r— \ :
( ___\\5512_1 -.:.O,Q—?

CONCLUSION : Donc pour avoir une tension continue il faudr.
faire T=o0 et F = 1

A la sortie du pont cad aux bornes A et B on a une tension
redressée double aiternances avec

F=1,11 et(= 0,48 d'ou la nccessité d'un filtrage
pour éliminer la tension d'ondulation de fagon a faireT =-

Tension aux bornes de A et B lorsgu'on Branche une charge

La_tension aux bornes de 7

|

@f 3 e Z < On a2 vu qu'z chaque alternance
2 t}? — ”J*:7Kﬁ‘ deux diodes opposées conduise
i ;;; A _ et que la tension aux pts. A

i R4 et B conservait le méme signc

. O

LUN: .
Z+2R1

Z ¢tant constitue par un ensemble RC en paralleéle on aura
le scheéma équivalent suivant :

esief aia




3 R

£2) SR \/VVL[_
i
fy _

!r-' ! g 2NN
7 i 1

Entre o et T/4 le condensateur se charge, 1l commence a se
décharger a partir de T/4 suivant la relation

Ve = V'AB e -t/Re

i
On veut que la tension aux bornes de c reste identiquement
| zale a V! AB cad ne fluctue plus d'ow

Vs, = WaEeT YR e o= %

Re

d'oll Rec —= = de toutes les fagons on est limite par les
valeurs des eléments on choisire donc RU trés grand devant
la période RC>>T —

=

RCW 27 2N
| Si maintenant on impose un taux d'ondulation

=V ond on aura :

Viloy /
On a vu que Vv = 2V _ f 4vm coS 2y T + 4Vii  cog G+ eee |

f R 15 ¥
ILa série €tant conver.ente, on peut en 1&re approximation
négliger les termes en 4w, 6w ——-- et la tension sera

v 2 VM - _4 Vu cod 2 Wt +

7 3

La tension continue aux bornes de la resistance est
VoAB = _2Viu R
Bl 2Ri+R

La tension alternative entre AB est ¢
Vg = a4 vin |lzas
3 IZAD + zmsi'

2hB = & . ZAD = 2 Ri
1+ jCRw t |
Tension ondulee : V, _ AVH R/14 i CRw!
AB.»-_\‘__ 3” , ;
lﬁ{fﬁﬂcm +2Rii
|

Viioy M |B+2h1 (1+3C Rw)l “DVM. -R




2( 2B, + B) e e

'j(ii‘f’ Z.Ii +: Ju_.l.ﬂli_i;)| -( i + .:_J_bm&h )

+: .liJ.

Un calcul analogue au précedent donnera:(le colcul détailld)
etont long & reproduire ici):

V.R
Vond = “ahmls o R T e o
R+R1+2R,(1_RR1C W )+jCW(R1R+2RiR1+4RR.°)
1
et o 2(RR ARIR.)
3 R+R1+2R_(1_RRIC§WZ)+JCH(R R+2R R +4RR, )
a I

a)Pour l'alimentation des transistors U_100V
I=100nA

R= 1KSt
Rimesurée = 605 (pour les diodes 16J2)

ON choisit R1= 1005let on stimpose un taux d'ondulation

T = 10=2 . V¥ étant égale & 2 N.100 nJl9

Onaaura en appliquant la formule, une capacité peu differente

de 63 HF,
On prendra S50HF

¢ = 50MF
Aveec R = 4K
R, = 50 5t (DIODE BY 100)

Ry = 100 S



HARGE BY DECHARGE US La LIGNE

Le probléme consiste 3 charger une ligne ouverte A
Son extrémité, sous une tension cte E et de la décharger en-
suite sur son impédance caractéristique :

A) Charge d'une ligne indéfinie

1// % / ./ i / e F C
I s h / e
’;/_A_L;/_L-L.,i;_ﬂ__,___ s
On applique & 1'instant t = o0 une tension continue
E. La ligne indéfinie sera le siege d'une onde progréssive
d'amplitude E se dépacant le long de la ligne & la vitesse ¥.

Si la ligne 4 une longueur 1, 1'onde arrive & 1'ex-
trémité de la ligne apres un teuwps égal & t = ]
==
B) Décharge de cette lijme wesism charigée 3 travers ume
regsistance R

Supposons que la ligne a eté chargée 3 la tension
E, fermons 13 brusquemnent sur une résistance R

&Lz : ﬁ R
|0 L

Au moment de la ferméture de 1'intérrupteur, la 1i-

gne vue de A se comporte comme un generateur de F.e;m E et de
résistance Re (resistance caracteéeristique de 1a ligne), il
apparait aux bornes de 1lg résistance R une différence de

potentiel V(1) = 5 g R
the

et aux bornes de 1a ligne une chute de tension

By = - F _Re

R+Ro

orls/ianie




i N Ve s s Tl L e e e T e A TR T T TS

dsin/iciee
La ligne était le sidge d'une onde progréssive E,
cette onde en arrivant en B va donner naissance & une onde
regréssive de méne amplitude et de mlne signe qui se super-
posera & l'onde progressive. Au bout 4'un trajet aller -
retour la décharge de 1la ligne est égale & 2 E, 1. 1nterrup-
teur étant toujours baissé tout se basse comme si aux bornes

de AD on avait une F.e.m égale &

+ 2B, = B- 2BRec_ _ -..g
R+Rc f

b

Si 1'intérrupteur reste encore baissé, il va appa-
raitre une nouvelle chute de potentiel

= (E+2Ei) Re
R+Re
B =tF, R-Re
SR = PE,
R+Re

D'ou la différence de potentiel disponible aux
bornes de la résistance R décroit également par paliers

successife.

Cas particulier,

Dans le cas particulier ou R = Re pendant la durée
T, la d.d.p aux bornes de Rc est egale &
Ve = Bfp

Cette €tude qualitative est insuffisante pour
eclairer le probldme posé. C'est pour cela, que je propose
cette étude plus compdte.

ETUDE MATHEMATIQUE

Supposons en 1€re gpproximation que la ligne est
sans pertes et rappelons quelques résultats des lignes. Un
élément du céble peut €tre considéré comme un quadripdle en
Mou en T dont le schéma équivalent est celui indiqué ci-
dessous. | ' S e




rﬁ_':'/&' "/'-Cff .a./-!.

LTV-'- clv

o X
1l et v dependent de l'espace at du tenps

vitesse de l'onde sur la. ligne ¢ = 1

VL

Résistance caracteristique de la ligne Re = i}_/—_,
g

-21: L DL ‘)
DX DT

=B = o v (2)
Dx D7

Prenons les transformées de 1lsg place des deux éga-
lités on aura pour (1)

'Bv(x t) - )
T_ G = v avem ¥ = v(mt)e Plat
dx

Q

"a—__v_l%-éx t) o~ dt = en intégrand ceci rar partie et en posant

o =z

=N (=) g pt dt en aura :

J ’31( e"ptdt = -_'EO (x) + pE

L‘eg;;allte s'écrit aprés transformation :

- AV i =
I, (x) + pI

De méme pour (2) on aura :

\" ?_I_(,’_Q o Pbas - _ aI i
J x
dx

("Rv(z, 1)
-, At

(2) s'écrit aprds transformation :

e O v )y BT

o v i/ sura




ciof vis

£ o] |

I : Charge de la ligne

Appliquons 2 une des extrémitéds de 1la ligne une
tension é€gale & E, l'autre extrémité étant ouverte on aura :
au temps t = Yo = 0

Io.__..o

d'ou les égalités (3) et (4) s'éerivent

- dv -
= LpI (5)
dx
dx

D¢ rivons (5) par rapport 4 x on aurs

2_ = —
- dcv
> = Lp dI a8t remplagaﬂt dI par sa Valeur
ax ax o T )
prise de (6) on aura :
5o
= .
; = Lpg’ BV or c =1
ax e
V¢
2=
- d ; 28 p2 =
dxe —_—
02
2_ —
— @7 _ G
dx Ta = 3

o sl

<1
¥

Bourexy=10 gt 1= 0 v =20 et

-~
Resolvansa 1'équation (73




lll/l.l
a) Equation caracteéristique rl_ §£)2q 0 gy D
)= T
d'olt V = Ae—g % + Be'E &
c

b) Calcul des constantes : En tenant compte des

conditions limites on aursa

B
- = A 4+ B A= E - B

D —

ol [es
©
&
I
oy
@
d
I
[0
1
(-
F

B =_& €
b pl 1
e e T eEE
pl
AN =B - R r eic
P P 1
e%_"’ekb—
bl
A:—E e C
17 1
ol _ o B

-~

d'ou en reuplagant les constantes par leur valeur

= = 1l-x A
V= —:t_’ e'g ( )_ e% (l X)

p 50 o

e ¢ T e ¢
¥ {- -P X - 2 (21-x) -p (214x) -p (41-x) -p{4l+x)
V=E e e - & & 4—eo —eC +ec—..“
p !
.../.-.




En retournant & l'originale on aura :

v 0£1ﬂ = E (ﬁ(t— %) - (t= 21-x) + u (t-21+x) —————:}
c C

Aprés un teups égal &4 1 1'onde arrive au bout de
c
la ligne. Elle est d'amplitude E et reste dans cet état.

Supposons maintenant qu'a 1'instant t! que nous prenons
encore une fois egal a zéro, on ferme 1l'intérrupteur pour
décharger la ligne sur son impédance caractéristique. Au
tenps t'= 0o et X = o ona Vo=E et Io = o

Les équations (3) et (4) s'écrivent alors

-dv = IpI (a)
oz (8)
-dI = C|—b+pvj (b)
dx

En dérivant (8a) par rapport 4 x on a :

2— =
= d ¥ — Lp dI
dxz dx
En reportant la valeur de dI dans 1'équation on aura :
dx
-d% v =
= - Ip C (-E+pV)
dx2
d'ol
V% -2 B,
ax2 > ce et
&
Lp dx

Les conditions aux limites sont

pour t =0 —= I=1 =0

——
e

pour x = 1 =3 V= R_I

e



a) le résolution de (9)

= TR x Ry
PR @ + B c o % et
— +p/CX._Be -'jéX
T L A e

B L.c

b) Calcul des constantes

- Retournons & 1'originale de I

e ) [A ¥ (2= ) - B )]

% = est 1l'impulsion unite

pobrh= N0 SRR s
| x/c) = We)
i(x,t) = 0:-111— L(A Q(X/C) - BY (x/c)]

P
A=218

- La 2e condition donne :

2 -pl Nis =
R,I = Ae gl D D remplagons I par sa valeur
P
2l -pl
nl - pl b R—- =
2L = C + Eor A =3B et
_.Re "Aec - Be c = fole toBe 5
Le L
Rc=v1"._1_.\*Lc=1
o @ L
- pl [ 2L -pl
- A {éﬁ% —¢ o} =" [e c +e c-] +E/p
pL -pl  pl  -pl
=& 16® o P 449 4o & = B/p
- pl
_Q: - - 1 = E:_

AT




saiel asis

d'ou donec

-pl
A=dB =il s "
2p
et E alorg s'ecrirg-}
- p (14x et
-— c —-— —
V=E|1-1 ¢ 2
p 2 !
2 R e e
L= B .l e -
2p JLec |
L. (= L e L o RC
\/ Lcl & =
r —g (1-x) _ 2 (1+x)
T & L - 1€ -2 C
2}_—}0RC

et en retournant A l'originale on aurs :

V(x,t) = B "Lu(t) A

Il

I(x,t) _éL.(—u(t-2—x ) - u(t- lix

2Re c c
Pour x = 1
____“mhﬁ_#_
I(1,t) = _gL_[u(t) - u(t - 21) (11)
2Re c

u (t) est 1'échelon unité

L'équation (11) montre bien que le courant obtenu
est rectangulaire et de durée egale A&
t =21
c
Son amplitude est Jo = E
FRg




En effet, nous avons supposé la lisne chargée & la tension
E, et brusquement, on la ferme sur une résistance R.

=2 SRE et )

E‘T“ %R:.

Vue de AB la lijgne se comporte comme une source de tension de
r651stance interne Re (Rc :résistance caracterlsthue de la

ligne). apparait aux bornes de la résistance R une chute
de ten51on V1 = ER et aux bornes de la ligne une chute
R+Re
a E, =-E _Ro
R+Re

E, est 1l'onde progréssive. Cette onde en arrivant en D v=
donner naissance a une onde re; rc551ve de méne amylltude et

de mére signe, qui se supperposera & 1l'onde progréssive, et

au bout d'un teups égal au temps aller-retour de 1l'onde sur

le céble, la décharge de la lirne sera égale & 2 B, d ol vue de

de AB, la ligne aura % ses bornes une F.e.n éczale :
VAB = E + 2B, = E - 2B _Rc
R+Re
Tl it =
AB = E | R+Rc=2Rc
tR+RC
i =
Usk = 5 BeBo
R+Re
v

AB = Ep avec p = coefficient de reflexion sur
la ligne. :

En laissant 1'1nterruyteur toujours baissé et en
faisant le méne raisonneuent que précédemnent, on aura au

temps TT - _g
v

E, = ﬁ(E+2E1) Re
R+Re

csiafsinn




- E Re 1+2E1 l
R+Rec | E

B, = + By |1+ -2Re 'ﬂ
R+Rc l

R—Rc 1
R+Re |

—

E, =+E

no
I

1

B, = §E1 de méue E3 = FEZ vene ShC
Le différence de potentiel aux bornes de R sera
V, = _ER__ et aprés un teups égzl & e
R+Re . e
Elle sera : V, = jE 2E1J R
£ R+Re
T, =8 [12m] B
| B i R+Re
Vo = . [i-tdre.. |

2 1
L R+Rc J

M= |R - Re
R+Rc j
V2 = P A éf'VB = Pv2 etc.

Us ik

On aura alors suivant gue R est plus grande ou plus petite
que Re, 1la différence de potentiel aux bornes de R en fonction
du temps qui décroittra par paliers successifs selon les

schénas ci-dessous.

) U&
E ______ ik el g shelll V1 = ER
I"| _.._....| R+Re
A Vo=V, | B = Rc

R+Rc

e 5 7
| ? i R+Re
tergmes . mu L —tee, = ':_-'
o T, 2 ‘BT [os

! Vo= V., | R - Re

sisied ol



5 st R

bhifede
A ﬂ
V, - -

lf b+~ B - V ¥ "‘Eﬁ"

; | {

. | ztr_‘{ e R4R6

Vb e | R+R&

Cas particulicr R = Re

R+#Re f
on a p=o ce qui donne

Vp= V3=V =~~~ =o0d'ohla tension V; = R = _E

R+Rc 2

e'est ce que represente phgiquement le résultat
mathémnatique trouvé ci-dessus.

R. I (1,t) =3¢ ru(t) - u(t--2,°E")}
5 /c

]



Mesure de 1l'impédance caractdéristique du cable.

Nous avons vu qu'un élément de cable est assimilable su

circuit en T suivant:

£,/ Z/2
e A 1 ’____IL—
o 1T

2.

e |

et on sait en outre qu'une ligne est caractérisée par son inpé-

dance caractéristique et sa constante de propagation:

7 _\/%*t—%Cﬂ__
5

¥ :\/( R+ STWL( G+30w)

S1 on suppose qgue la ligne est & trés faibles pertes des expressions

de 7, et T se réduisent &:

5: Jw\f{ LC.
(R&Iw et cZow ).
Ces expresgions sont surtout vglables en haute frégquence,

]
L'impédance caractéristique est le rapport entre le courant et la *

tension en un point de la ligne lorsque celle-ci est le siege d'une
onde progressive c'est & dire lorsqu'il n'y a pas de réflexions.Ceci
Se presente pour deux cas:

Ou gue 1la ligne est de longueur infinie et 1la réflexion n'suras pas
lieu,ou que la ligne est fermée sur son impédance caratésistique.

et l'inpédance vue & l'entrée est égele & 1'impédance caractéristique

Ce fait est & la base de la néthode de BODDIE pour la nesure de 134rfe:-

pédange scaractéristique.



Principe,

La méthode consiste & ferner 1a ligne d'inpédance carasctd—
ristique 2,y SUr une reaistance R, et de mesurer 1a résistance 3

1'entrée R

Schéna de 13 nesure.,

——— — —— —— .

— <

2) Inverseur en position I,

Pour R=0 on g i =i 1= E/Ro
(RO = resistance édquivalente 3 1'entrée),
Faisons varier R Jusqu'ad faire {1 = iI/2 on aurs:
i= 1I/2 £ E/RI+RO

EVQRO - EVET+RD

b) Inverseur en position IT

Rk une certaine vslear connue:
=0 iI = E/Req.Ho

— 1 = R!
Ri=1R 11/2 m/Re+R +RO

— 1
BB HR = B s HS G
| 1
|
!

R. =R' - R

e
[43]
Q




d'oll en tragant la var ation de R en fonctdon de R, sur un systéne
d'axes orthonormé, la résistance caractéristique sera donnée par
l'intersection de la courbe et 12 preniére bissectrice.

A%ecz
/DC'ur- A~ = ;:;;

H
)
(43]
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ah]
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5
5
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4y]
<
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Q
S
Lp
n
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£
o
o
ch
)
o]
o
|_]
]
Q
O
o
et
(0]
Q
o
]
M
[N
o
[

( Voir tracé ci-joint).

_N.B_: Faute d'appareillage plus secnsible la mesure a été

faite & 200 KHz.

Mesure de la vitesse de 1l'onde sur 1le cable,

On connecte le cable,laissé & circuit ouvert aux bornes d'un pont

' e -\ r
ou d'un Qmetre,et 2 une fréquence donnde on mesure la capacité C

Connsissant 1a longueur du cable on en ddduit 8a capacité lindique.

On sait que: S
AL
o =\
X = 3p= jW\/I_Jg: 21y
w\[1e” = onm = 2ME/V
\IG = /v ¥ = 1/\/Tc"



BEn remplacant I par sa valeur on aura:

e . . s s . i i —

Q
il

98 pF/metre.

I

dVoN v = 10712/48.98

e e e e e S e ., S S S S o
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L'impulsion obtenue n'est pas rigoureusement rectan-

zulaire,comme 2n peut le voir sur les photos.Elle a une ew

constante de temps de décharze qui n'est négligeable.Cette

T

constante de temps provient du fait gque la ligne a une capa-—
cité linéique un peu trés ¢levée(98pF/metre).
Je pense qulavec une ligne professionnelle (les moyens ne

nous pas permis d'len avoir),on pourrait améliorer ce temps

de montée et par conséquent la forme de l'impulsion.

Lors de la détermination de la resistance caracté-
rigstique,on a utiligé le phénomdne d'écho,clest * dire qu'on
avait mis un potentiometre de 1X7 & la place deLcharge et on
a cherché & trouver la valeur de la résistance qui supprine

la réflexion,

HeB ¢ Photo I : impulsion obtenue a l'aide d'un cfble e

coaxial,

Photo II : Impulsion obtenue & l'aide d'une ligne 2

retard.




Il




CONCLUSION.

Nous avons vu que la durée de l'impulsion ne dépendait que
de la longueur du cable,d'ol avec un jeu de cable de dimensions diverses
on peut obtenir differcntes durées.De meme ,en ajoutant un pont potentiometri-
que a l'entrée du cable on peut faire verier la tension de sortie.Enfin

.

le potentiometre placé sur l'unijonction permet de changer la fréquence;
’

-

ce gul rend ce générateur plus complet, ek

I1 est utilisé pour la mesurc sur les sélecteurs & coinci-
dence rapide, pour le déclenchement d'un canon & éléctrons(dans ce cas

le déclenchement peut se faire coup par coup).

Dans la présente étudc,j'ai été inspiré par un générateur de
méme naturc réalisé par L'INTERTECHNIQUE (appareil qui cofite cher sur le
marché), Le présent générateur & l'avantage d'etre completement transistow

risé,
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